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9.1 在ROM中，什么是“字数”，什么是“位数”？如何标注存储器的容量？

解：地址译码器的输出线称作字线，字数表示字线的个数；存储矩阵的输出线称作位线(数据线)。位数表示位线的个数。字线和位线的每个交叉占处有—个存储单元。因此存储容量用“字数×位数”表示。

9.2 固定ROM、PROM、EPROM、E2PROM之间有何异同？

解：固定ROM、PROM、EPROM、E2PROM都是只读存储器，它们的工作原理和结构相同，都是由地址译码器、存储矩阵和输出电路构成，当地址译码器选中某一个字后，该字的若干位同时由输出电路输出，存储矩阵由M个字、每个字N位的存储单元构成。

它们的不同之处在于存储单元的写入和擦除方式不同。固定ROM出厂时结构数据已经固定，用户不能更改，适于存储大批量生产的程序和数据，常被集成到微控制器中作为程序存储器；PROM可由用户写入数据，但只能一次性写入，之后不能更改。适于存储中、小批量生产的程序和数据；EPROM数据可通过紫外线擦除，重新写入。可擦除数百次，写入一个字节需50ms。适用于开发研制阶段存储数据和程序，并可经常修改；E2PROM数据可通过电擦除，因此在工作时间可随时擦写。可擦除数10~1000万次，写入一个字节需20ms。适合于信息量不大，经常要改写，掉电后仍保存的场合。

9.3 试用ROM阵列图实现下列一组多输出逻辑函数



F1(A,B,C)=(AB+A(B+BC



F2(A,B,C)=(m(3,4,5,7)



F3(A,B,C)=(A(B(C+(A(BC+(ABC+AB(C+ABC

解：将F1 ,F2 ,F3都用最小项表达式表示：

F1(A,B,C)=(AB+A(B+BC=(m(2,3,4,5,7)

F2(A,B,C)=(m(3,4,5,7)

F3(A,B,C)=(A(B(C+(A(BC+(ABC+AB(C+ABC=(m(0,1,3,6,7)

ROM的阵列图如下图：


图9.3.1  题9.3的阵列图

9.4 用适当规模PROM设计2位全加器，输入被加数及加数分别为a2a1和b2b1，低位来的进位是CI，输出本位和(2(1以及向高位的进位CO2。
解：列两位全加器的真值表9.3.1：

表9.3.1  全加器的真值表
	a2   a1   b2   b1  CI
	CO2   (2    (1   

	00000

00001

00010

00011

00100

00101

00110

00111

01000

01001

01010

01011

01100

01101

01110

01111

10000

10001

10010

10011

10100

10101

10110

10111

11000

11001

11010

11011

11100

11101

11110

11111
	000

001

001

010

010

011

011

100

001

010

010

011

011

100

100

101

010

011

011

100

100

101

101

110

011

100

100

101

101

110

110

111


需要32×3的PROM，阵列图如图所示：


图9.3.2  题9.4的阵列图

9.5用PROM实现下列码制转换：

（1）4位二进制自然码转换成二进制格雷码。

（2）4位二进制格雷码转换成二进制自然码。

解：（1）列真值表9.3.2：

表9.3.2  4位二进制自然码转换成二进制格雷码的真值表
	二进制自然码
	二进制格雷码

	A3
	A2
	A1
	A0
	G3
	G2
	G1
	G0

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0

	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1

	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1

	1
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1

	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
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图9.3.3  题9.5（1）的阵列图
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图9.3.4  题9.5（2）的阵列图

9.6   ROM和RAM的主要区别是什么？它们各适用于那些场合？

答：主要区别是ROM工作时只能读出，不能写入，但断电以后所存数据不会丢失；

RAM工作时能对位读写，但掉电以后数据丢失。

ROM适用于存放固定信息；

RAM适用于存放暂存信息。

9.7    有容量为256×4,64K×1,1M×8,128K×16为的ROM,试分别回答:

(1) 这些ROM有多少个基本存储单元?

(2) 这些ROM每次访问几个基本存储单元?

(3) 这些ROM个有多少个地址线?

答:     (1)  分别有1024个,1024×64个,1M×8,128K×16个

（2）分别为4个,1个,8个,16个

（3）分别有8,
16,20,17条地址线



9.8 2114RAM（1024×4位）的存储器为64×64矩阵，它的地址输入线，行地址输入线，

列地址输入线，输入/输出线各是多少条？每条列选择输出线同时接几位？

答：地址输入线 10条；

行地址输入线 6条；

列地址输入线 4条；

输入输出线 4条；

每条列选输出线同时接 四位。

9.9  试用5位扩展方法将两片256×4位的RAM组成一个256×8的RAM，画出电路图。

[image: image7.png]B
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#

+
AL RETS AL RETS
266 4RANCIT) 256X 4RAN( 1)
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DT D6 D5 D4 b3 D2 D1 DO




图9.3.5  题9.9的RAM扩展图

9.10  用2114构成2K×8的静态存储器，画出逻辑图

     （参阅教材P236例9.2.1）

9.11说明串行存储器与ROM、RAM的区别。串行存储器根据不同可分为哪几种形式？

根据移位寄存器采用的类型不同又分为哪几种？

   答：（1） SAM工作时既可读出又可写入，这一点相当于RAM而不同于ROM，但RAM

可对位读写，而SAM中数据是按次序串行写入或读出，读写时间较长，但是是非破坏性读写。

     （2） 按结构分类可分为：先进先出、先进后出。

     （3） 可分为MOS移位寄存器型SAM和CCD移位寄存器型SAM。
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